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Тепловольтаический эффект [1,2] – процесс генерации при нагреве в 
кремнии и других полупроводниковых материалах эдс и носителей 
заряда, величина которой зависит от концентрации дефектов.  
 
При облучении γ-квантами 60Со с дозо й 109 рад плёночных p-n-
структур Si/Si [3] и Si-Ge:Ti/Si было показано, что ответственными за 
данную генерацию являются дефекты собственной структуры.  
 
Цель работы: исследование влияния ионной обработки на процессы 
генерации носителей заряда в плёночных p-n структурах.  
 
Объекты исследования: плёночные p-n структур Si-Ge/Si, 
полученных газофазной эпитаксией на подложке кремния марки КДБ-
10, в т.ч. легированные изовалентной примесью Ti до концентрации 
1020 см-3   
 
Ионная обработка: бомбардировка пучками He+ с энергией 4 кэВ при 
плотности тока порядка 0,1 мА*см-2 до доз 1016-1018 cм-2.  
 
Аморфная фаза в плёночных p-n-структурах до и после ионного 
облучения  
 До облучения  Доза 10

18
 см

-2
  

Si-Ge/Si  16-18% 81% 
Si-Ge:Ti/Si  33% 95% 
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Величина тока короткого замыкания у плёночных p-n структур Si-
Ge:Ti/Si, полученных газофазной эпитаксией, в зависимости от 
температуры образцов: 1- необлучённый образец; 2 – после 
бомбардировки ионами He+ с энергией 4 кэВ до дозы 1017 cм-2.  
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